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 EtMe3P[Pd(dmit)2]2 は、Pd(dmit)2 ダイマーあたりスピン 1/2 をもつ

モット絶縁体である。静帯磁率の温度依存性とバンド計算結果から、ほ

ぼ正三角格子(t'/t = 1.03)のスピン構造をもっていると考えられる(図１)。
25 K で構造相転移を伴い、有限のス

ピンギャップのある VBS 状態とな

る。さらに、静水圧下で絶縁体‐金

属(IM)転移、超伝導転移を示すこと

がこれまでに明らかになっている。 
 本研究では、モット転移近傍にお

ける電気抵抗の圧力、磁場

依存性を詳細に調べた。そ

の結果、低温でモット IM
転移および、明確なヒステ

リシスをもつリエントラ

ント MI 転移を観測した。

低温の絶縁体相は、磁場の

増加とともに抑制された

(図２)。これは、超伝導に

隣接するモット絶縁相に

おいてスピンギャップが

存在することを示唆して

いる。 
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図 1．X[Pd(dmit)2]2 の伝導面。 
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図 2．EtMe3P[Pd(dmit)2]2 の電気抵抗の

温度依存性(H=0T, 16T, P=0.42 GPa)。


